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Кремний используется в металлургии в качестве добавки к стали, в производстве сплавов; в электронике для изготовления полупроводниковых приборов. Технический кремний находит следующие применения:

1. сырьё для металлургических производств: компонент сплава (бронзы, силумин); раскислитель (при выплавке чугуна и сталей); модификатор свойств металлов или легирующий элемент (например, добавка определённого количества кремния при производстве трансформаторных сталей уменьшает коэрцитивную силу готового продукта) и т. п.;

2. сырьё для производства более чистого поликристаллического кремния и очищенного металлургического кремния.

3.  сырьё для производства кремнийорганических материалов, силанов;

4. иногда кремний технической чистоты и его сплав с железом (ферросилиций) используется для производства водорода в полевых условиях;

5. для производства солнечных батарей.

Сверхчистый кремний преимущественно используется для производства одиночных электронных приборов (нелинейные пассивные элементы электрических схем) и однокристальных микросхем. 

Работа проведена в рамках каскадно-вероятностного метода. [1].  В работе произведены подбор аппроксимационных коэффициентов для выражений,  описывающих сечения взаимодействия, рассчитаны каскадно-вероятностные функции для мышьяка и индия в кремнии при  энергиях E0=245, 350, 500 КэВ. В таблицах 1,2 приведены зависимости процентов смещения от числа взаимодействий и от глубины проникновения.
Таблица 1. 

Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата от числа взаимодействий для мышьяка в кремнии при Е0 = 245КэВ

	h*104, см
	B1, %
	B2, %
	Nn
	B3, %

	1
	12.5
	- 9.1
	270
	3.4

	2
	23.5
	- 21.6 
	400
	1.9

	3
	36.2
	- 35
	500
	1.2

	4
	51.45
	- 50.75
	600
	0.7

	5
	72.07
	-71.78
	750
	0.29


Таблица 2. Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата от глубины проникновения для мышьяка в кремнии при Е0 = 245КэВ.
	h*104, см
	h/(, см
	C1, %
	C2, %
	Nh
	С3, %

	1
	116611
	- 9.1
	12.5
	500
	3.4

	2
	306622
	- 20.24
	22.15
	1000
	1.91

	3
	651245
	- 28.62
	29.58
	2200
	0.955

	4
	1421513
	- 29.36
	29.65
	6500
	0.29


На рисунках 1,2 представлены результаты расчетов КВФ от глубины проникновения и от числа взаимодействий для индия в кремнии. 
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 Рисунок 1. Зависимость КВФ для индия в кремнии от h, при E=350 МэВ, n=  2128270; 3007239.
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 Рисунок 2. Зависимость КВФ от числа взаимодействий для индия в кремнии при h=0.0004,  h=0.00045, E=350 МэВ. 
В работе проведено сравнение с экспериментом. Результаты сравнения приведены на рисунках 3,4/ Сравнение расчетов для мышьяка (245 кэВ) и индия (350 кэВ) дает неплохое  согласие с экспериментом. 
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Рисунок 3. Распределение имплантированных ионов As по глубине кремния при бомбардировке его потоками ионов As различных энергий
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Рисунок 4. Распределение имплантированных ионов In по глубине кремния при бомбардировке его потоками ионов In различных энергий
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